
отзыв
на автореферат диссертации Мостовщиковой Елены Викторовны <<Взаимосвязь

зарядовой и магнитной подсистем в сложных оксидах 3d металлов по
дапным ИК спектроскопии),

представленной на соискаЕие ученой степени доктора физико-математических
наук по специальности 01.04.1 1 - физика магнитньIх явлений.

В диссертационной работе Мостовщиковой Е.В. изучена взаимосвязь неоднородного
состояниЯ магнитноЙ и зарядовой подсистем в легированньIх манганитах и кобальтитах.
Важность и актуzrльность исследования обусловлены наличием поставленньIх задач, имеющих
как фундаллентitльное, так и практическое значение.

Сказанное относится, прежде всего, к проблеме разделения фаз в зарядовой подсистеме.
СопоставЛениеМ данныХ иК спектроскопиИ с транспОртнымИ данными автором работы
подтверждено существовutние TaKoBbIx в дырочно- и электронно-легированньD( манганитах и
коба-rrьтитах. Количество провоДящей фазы для первого сл)чаjI оценено в числовом виде.

Щалее, на основе анаJIиза независимьIх оптических экспериментов (измерений отражения
и поглощениЯ монокрисТаллов) автороМ показано для дырочно-легированных манганитов
существование поляроЕов в IIарамагнитной области. В сJIучае электронно-легировЕ}нньж
манганитов применение этого же подхода позволило установить уровень легирования,
необходимый для tIоявления зонньж носителей заряда, и их параметры (эффективную массу 2-
зmо).

в Злектронно-легированных манганитах на основе Сампоз_ автором работы также
исследовано влияние на обмен Mn-o-Mn искажений кристаллической решетки и немагнитного

разбавления при неизовuUIентном замещении ионов Мп. УстановлеЕо, что здесь эволюцrU{
магнитной подсистемы определяется концеIrтрацией носителей заряда. Искажения решетки 11ри

слабом легировании оказывают существенное влияЕие на электронную rтодсистему, приводя к
усилеЕию локализации носителей заряда.

В итоге изучением оптических свойств легированньж манганитов и кобальтитов,
сопоставлеЕньЖ с транспортными, магнитными и другими свойствалли, Мостовщиковой Е.В.
полr{ено большое количество новых экспериментальньD( данньIх, явJUIющихся значительным
вкладом в физику магIIитньж явлений.

отметим также прикладную значимость диссертационной работы. она заключается в том,
что прИ изу{ениИ мапганита Nd6.5Srб 5МПОз впервые измерено и изучено магнитопропускание
при использовании IIорошкового композита. ОбнарУжеЕо расширение спектрального и



температурЕого интервала эффекта магнитопропускания, это подтверждено патентом на
полезную модель.

В качестве замечаниЯ укажем, что В работе отсутствует сравнение объемов проводящей и

ферромагнитной фаз соответственно в полупроводниковой и антиферромагнитной матрицах.

.щанное заI\4ечание носит рекомеЕдательньй характер и не снижает общего положительного
впечатления от работы Мостовщиковой Е.В,.

Список работ, где изложены основные результаты диссертации, вкJIючает публикации в
высокорейтинговьж российских и зарубежЕых журнЕ}лах типа ЖЭТФ, Phys.Rev.B, J.Дррl.Рhуs.,
JMMM, это говорит о высоком наrшом уровне результатов, полученньIх автором.

Вышеизложенное позволяеТ утверждать, что диссертационнаrI работа <<Взаимосвязь

зарядовой и магнитной подсистем в сложных оксидах зd метаJIлов по данным ик
спектроскопии) удовлетворяет всем требованиям вАк, предъявляемым к докторским
диссертациям, а ее автор - Мостовщикова Елена Викторовна заслуживает присуждения степени

доктора физико-математических наук по спещиальности 01.04.1 1 - физика магнитных явлений.
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